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	研究题目
	新型非易失存储器的阵列架构研究

	学生要求
	1.具有较好的半导体物理或者半导体器件物理基础
2.对半导体器件、工艺及存储器研究领域有一定兴趣
3.能够用英语进行文献阅读和汇报

	项目简介：
阻变存储器（RRAM）被认为是在纳米尺度领域取代现有闪存（Flash）存储器的的重要新型非易失存储器，具有巨大的市场应用前景，也是当前先进存储器研究领域的热点。然而目前RRAM存在的挑战除了来自于其存储单元本身的性能、工艺和可靠性以外，如何构建适于低功耗、高集成密度的RRAM阵列也是保证RRAM实际应用的关键技术。
现有的RRAM的主流阵列架构包括1T1R（1Transistor1Resistor）及1D1R（1Diode1 Resistor）结构，这些阵列结构的核心关键技术问题包括：如何设计和制备能够满足RRAM高密度存储操作所需的大驱动电流，低关态电流和高密度集成的需求的晶体管或二极管。同时，为了使得RRAM能够面向独立和嵌入式应用，阵列的工艺制备技术也需要和现有CMOS工艺平台兼容。
本项目拟通过模拟和实验的方法，研究适于低功耗，高密度应用的RRAM阵列架构，包括阵列中的RRAM特性研究，高性能的晶体管器件设计，阵列的操作方式研究等。参与项目的学生除了掌握本研究领域的背景和相关专业知识以外，将获得半导体器件/工艺模拟软件Sentaurus 和半导体器件特性测试相关仪器的使用培训，科研时间充沛的学生也将承担部分的工艺流片等实验任务。



